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1.初めに

テラヘルツ検出素子応用に向け、サファイア基板上に(110)配向の

ZnTe 薄膜の作製を目指している。これまでに、S 面{10-11}と r 面
{1-102}が周期的、連続的に並んだナノファセット構造を持つ m 面

(10-10)基板を利用することで、ZnTe薄膜の配向を制御することを提

案してきた[1]。S面基板に ZnTe(111)を単一ドメインで成長させるこ

とが可能なことを応用し、ナノファセット基板に傾斜角をつけるこ

とで基板表面に(110)配向の ZnTeを形成させることを試みている。基

板を傾けると、rナノファセット面の表面積が Sナノファセット面よ

りも大きくなってしまうことから、rナノファセット面上への形成を

抑制し、Sナノファセット面上に選択的に ZnTeを形成させることが

重要となる。

2．実験手順と結果

S面方向に 20度傾けたm面ナノファセット基板上にMBE法を用い

て ZnTe薄膜を作製した。r面基板上において、約 410℃で ZnTe薄膜

が脱離することがわかっていることから、成長初期の基板温度を約

410℃に設定することで、rナノファセット面における成長を抑制でき

るのではないかと考えた。成長初期工程のMEE 成長に着目し、まず

420 ℃で 11層堆積させた。Fig.1に作製した試料の rナノファセット上

の ZnTe111回折信号による極点図を示す。結果から、r面、S 面ファセ

ット上それぞれに成長した ZnTe(111)とみなせる信号が表れた。次に、

S面ナノファセット上の結晶核が隣接する rナノファセット面を覆い

つくす程度まで展開できるようにMEE 成長のサイクル数を増加し、

200層堆積させた(Fig.2)。11層のみ堆積した場合と異なり、rナノファ

セット面に成長したことに起因する信号が無くなり、S面ファセット

上に成長した ZnTe(111)由来の 4点の信号強度が強まった。高温条件下

におけるMEE成長層数を増やすことで S面への ZnTeの選択的成長が

可能なことを明らかにした。
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